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【はじめに】  

水素イオン注入 MOCVD n-GaN のトラップの評価とその熱処理の挙動に関してすでに報告し

た[1-2]。今回、He イオン注入 MOCVD n-GaN について、導入されるトラップの評価を DLTS、

MCTS 測定により行い、水素イオン注入の結果と比較検

討を行ったので報告する。  

【実験方法】  

用いた試料は、GaN 基板上 MOCVD n-GaN (Si ドープ : 

8.0x1016 cm-3 )である。He イオン注入量は、1x1012 cm-2で

ある。ショットキー電極として Ni を用い、ダイオードを

作製した。電子トラップの評価は温度掃引 DLTS 測定で

行い、正孔トラップの評価は 300 K 一定温度 MCTS 測定

を行った。比較のため、水素イオン注入試料も作製した。

水素イオン注入量は 1x1012 cm-2である。 

【実験結果】 

 Fig.1 に、n-GaN の電子トラップ DLTS 信号を示す。

MOCVD n-GaN に共通に存在する E1(0.23 eV, 9.4x1012cm-

3)、E3(0.57 eV, 3.0x1013 cm-3) が観測されている[3]。Fig.2 に

He イオン注入後の DLTS 信号を示す。注入後では欠陥生

成のため、DLTS 信号値が大幅に増加し、ブロードなピー

ク E0 が観測された[1-2]。さらに、200 K 以上での DLTS 信

号のなだらかな上昇が見られる。このような DLTS 信号の

特徴は、比較のため Fig.2 に示した水素イオン注入でも観

測されている。相対的には、He イオン注入試料で 200 K 以

上の深い準位の成分が大きい。Fig.3 に、正孔トラップ

H1(0.86 eV) の 300 K 一定温度 MCTS 信号を示す。H1 ト

ラップ濃度は、n-GaN 試料で 1.7 x1015 cm-3 であり、注入

後でも変化は見られなかったことより、注入欠陥とは無関

係といえる。 

【まとめ】 

E0 トラップは窒素空孔に関連している[1-2]。注入によ

る変化がないことから H1 トラップは元々存在する欠陥

で、炭素関連欠陥[3]であることを支持している。熱処理を

行い He と水素の差が現れるかを調査する予定である。 
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Fig. 1, DLTS spectrum for n-GaN 

Fig. 2, DLTS spectrum for He-and H-

implanted n-GaN-GaN 

Fig. 3, Isothermal MCTS spectra at 300K 
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